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１．概要（Summary） 

近年、次世代 MOSFET の新しいチャネル材料とし

て III-V MOSFET が活発に研究されている。我々は

チャネルの In 組成を上げ、バンドギャップの高い

MOS 界面バッファ層の中にチャネルを挟むことで高

移動化を、S/D としてはメタル S/D を使うことで良好

な S/D を形成することを提案してきた。本研究では

EB (Electron beam)リソグラフィー及び Ni-InGaAs

による S/D を用い、ゲート長 100 nm 以下の微細素子

を試作し、その特性を調べた。 

２．実験（Experimental） 

ナノテクノロジープラットフォームで公開されている EB

直描装置を用いて、Si 基板上に貼り合せた InGaAs 層上

にゲート長 20 nm 程度のナノワイヤーチャネルを描画する

ことで、立体ゲートトランジスタ等の作製を行った（Fig. 

1）。 
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Fig. 1 Schematic of InGaAs nanowire transistor. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

EB 直描により実際に作製した InGaAs ナノワイヤトラン

ジスタの上部 SEM 写真を Fig. 2 に示す。EB 描画により

微細構造のパターニングが可能になることから、ワイヤ幅

36nm、ゲート長 20nm 以下のナノワイヤトランジスタの作製

に世界で初めて成功した。作製したナノワイヤトランジスタ

のワイヤ幅を 360nm から 40nm に細くしていった際のトラン

ジスタの特性を Fig. 3 に示す。ワイヤ幅を狭くするほどオフ

電流が小さくなり良好な動作が得られることを明らかにし

た。 

 

Fig. 2 SEM image of InGaAs nanowire transistor. 
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Fig. 3 Transfer characteristics of InGaAs nanowire 

transistors. 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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